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Future Normal(퓨처 노멀) 이란 미래의 표준으로, 10년 후에도 변하지 않을 일상의 트렌드를 의미하며,
반도체에 대한 연구를 통해 우리나라 산업에 영향을 미칠

가장 강력한 트랜드를 제시하며 미래에 대한 강력한 통찰력을 제공하는 것을 말합니다.

이번 학술대회를 통해 여러분이 세계 최고 수준의 반도체 미래를 경험하고, 일상의 트렌드가 될 혁신적인 아이디어를
도출하며, 도전적인 연구개발을 추진할 수 있는 기회를 가지시기를 바라며, 여러분들의 많은 참가와 관심 기다리겠습니다.

주요 프로그램

· 기조강연

· Short Course                             

· 구두세션 

· 포스터 세션                                 

· 산학연 전시                                 

· 만찬 및 시상식                             

· 폐회식 및 경품추첨

* KCS 2025 학부생 포스터세션은 분과별 접수로 
진행되며, 2월 12일(수) 진행될 예정입니다.

· 초청강연

· Rump Session

· 학부생 포스터 세션

· 개회식

· 웰컴 이벤트

· Chip Design Contest

초록 접수 마감일

2024년 11월 1일(금)
- 학부생 포스터 접수 마감 2024년 11월 15일(금)

초록 채택 통보일

2024년 12월 13일(금)

사전 등록 마감일

2025년 1월 24일(금)

* 주최측 사정에 의해 일정은 변동될 수 있으며,   
   홈페이지를 통해 공지됩니다.주요 일정

모집 분야
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Short-Wave Infrared Detection Using Quantum-Well Photo-HEMTs 
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Short-wave infrared (SWIR) photodetectors are used in various fields such as light detection and ranging 

(LiDAR) sensors, neuromorphic computing, and Si photonics. To enable the practical application of 

photodetectors, detecting low-intensity light and minimizing power consumption are imperative. In other 

words, photodetectors with high optical responsivity and low operating voltage are needed. Among different 

photodetector structures, InGaAs-based high-electron-mobility transistors (HEMTs) have been proven to 

meet these requirements. Naturally generated two-dimensional electron gas (2DEG) and suppressed ionized 

impurity scattering in HEMTs enable much higher effective mobility at lower operating voltages, leading to 

higher photocurrent and improved optical responsivity [1]. 

In this study, to further enhance the optoelectronic characteristics of HEMTs, InAs quantum-well (QW) 

channel structures are introduced in InGaAs-based HEMTs. Fig. 1(a) shows the InGaAs-based QW HEMT 

cross-sectional structure. Because of the quantum confinement effect in the QW channel, higher effective 

mobility and a broader detection range can be expected [2]. Fig. 1(b) and Fig. 1(c) reveal photocurrent (Iph) 

and optical responsivity at a 1.55 μm wavelength, demonstrating the feasibility of InGaAs-based QW photo-

HEMTs. With future optimization of the device's structural properties, QW photo-HEMTs are expected to be 

integrated as high-performance photodetectors in Si photonics. 

  

Fig. 1 (a) Schematic of QW photo-HEMT. (b) Iph as a function of Vgs. (c) Responsivity with respect to input optical powers. 
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